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(57) Abstract: A method for the production of bitlines (40) for a memory cell array, firstly comprises the step of preparation of a
layer structure from a substrate (10) with a transistor trough (12) implanted in a surface thereof, a memory medium layer sequence
@ (20), provided on the surface of the substrate (10) and a gate region layer (22), provided on the memory medium layer sequence
@0 (20). Bitline recesses are generated in the gate region layer (22), extending to the memory medium layer sequence (20). Insulating
Q separation layers (36) are then generated on lateral surfaces of the bitline recesses, whereupon a source/drain implantation (38) is
e carried out after a complete or partial removal of the memory medium layer sequence (20) in the region of the bitline recesses.
& The substrate is completely exposed in the region of the bitline recesses should this not be the case before the implantation. A
O metallisation is then generated on the exposed substrate for production of metallic bitlines (40). Said metallisation is insulated from
the gate region layer (22) by means of the insulating separation layers (36).
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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Herstellen von Bitleitungen (40) fiir ein Speicherzellenarray umfaf3t zunéchst den
Schritt des Bereitstellens einer Schichtstruktur aus einem Substrat (10) mit in eine Oberfldche desselben implantierten Transistor-
wannen (12), einer auf der Oberfldche des Substrats (10) vorgesehenen Speichermediumschichtfolge (20) und einer auf der Speicher-
mediumschichtfolge (20) vorgesehenen Gatebereichschicht (22). In der Gatebereichschicht (22) werden Bitleitungsausnehmungen,
die bis zu der Speichermediumschichtfolge (20) reichen, erzeugt. Nachfolgend werden isolierende Abstandsschichten (36) auf seit-
lichen Oberfldchen der Bitleitungsausnehmungen erzeugt, woraufhin eine Source/Drainimplantation (38) nach einer vollstdndigen
oder teilweisen Beseitigung der Speichermediumschichtfolge (20) im Bereich der Bitleitungsausnehmungen durchgefiihrt wird. Im
Anschluf wird das Substrat im Bereich der Bitleitungsausnehmungen vollstdndig freigelegt, falls dies vor der Implantation nicht
erfolgt ist. Dann werden auf dem freigelegten Substrat Metallisierungen zum Erzeugen von metallischen Bitleitungen (40) erzeugt,
wobei die Metallisierungen durch die isolierenden Abstandsschichten (36) von der Gatebereichschicht (22) isoliert sind.
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Beschreibung

Verfahren zum Herstellen von metallischen Bitleitungen fir
Speicherzellenarrays, Verfahren zum Herstellen von Speicher-

zellenarrays und Speicherzellenarray

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Verfahren von me-
tallischen Bitleitungen fiir Speicherzellenarrays, Verfahren
zum Herstellen von Speicherzellenarrays, die solche metalli-
schen Bitleitungen aufweisen, und auf dadurch hergestellte
Speicherzellenarrays. Insbesondere bezieht sich die vorlie-
gende Erfindung auf solche Verfahren und Vorrichtungen, die
sich fiir planare EEPROMs fir sogenannte ,Stand-Alone™-
Anwendungen und fiir sogenannte ,Embedded"-Anwendungen eignen.
Insbesondere eignet sich die vorliegende Erfindung zum Aufbau
von Speicherzellen, die nach dem SONOS-Prinzip (SONOS = Sili-
zium-0xid-Nitrid-0Oxid-Silizium) aufgebaut sind. Derartige
Speicherzellen konnen beispielsweise vorteilhaft in einer

Virtual-Ground-NOR-Architektur eingesetzt werden.

Auf dem Gebiet von Speicherzellen besteht eines der wichtig-
sten Entwicklungsziele in der Ausfihrung immer kleinerer
Speicherzellen, d. h. in der Verwendung immer kleinerer Chip-
fliachen pro gespeichertem Bit. Dabel galt es bisher als vor-
teilhaft, durch vergrabene, also diffundierte Bitleitungen
kompakte Zellen zu realisieren. Als Diffusionsgebiete ausge-
fiihrte Bitleitungen werden aber mit abnehmender Strukturgrdbe
immer hochohmiger, da die Diffusionstiefe ebenfalls skaliert
werden muB, um der Gefahr eines Durchbruchs (Punch Through)
zwischen benachbarten Bitleitungen entgegenzuwirken. Die Pro-
blematik hierbei besteht darin, daB hochohmigere Bitleitungen
nur kleinere Zellbldcke erlauben, so daB der Nutzungsgrad
hier abnimmt und der Vorteil der kleineren, durch grdfieren

ProzefBaufwand erkauften Speicherzellen schwindet.

Ein Beispiel bekannter Speicherzellen mit vergrabenen Bitlei-

tungen und einer Virtual-Ground-NOR-Architektur ist in dem
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Artikel ,NROM: A Novel Localized Trapping, 2-Bit Nonvolatile
Memory Cell"™, Boaz Eitan u. a., IEEE Electron Device Letters,
Band 21, Nr. 11, November 2000, Seiten 543-545, beschrieben.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, Verfah-
ren und Vorrichtungen zu schaffen, die die Realisierung sehr
kompakter Speicherzellen auch in gréBeren Zellblécken erlau-

ben.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Herstellen von
Bitleitungen flir ein Speicherzellenarray nach Anspruch 1, ein
Verfahren zum Herstellen von Speicherzellenarrays nach An-

spruch 6 und ein Speicherzellenarray nach Anspruch 15 geldst.

Die vorliegende Erfindung schafft Verfahren zum Herstellen
von Bitleitungen fir ein Speicherzellenarray, das folgende

Schritte aufweist:

Bereitstellen einer Schichtstruktur aus einem Substrat mit in
eine Oberflache desselben implantierten Transistorwannen, ei-
ner auf der Oberflache des Substrats vorgesehenen Speicherme-
diumschichtfolge und einer auf der Speichermediumschichtfolge

vorgesehenen Gatebereichschicht;

Erzeugen von Bitleitungsausnehmungen, die bis zu der Spei-

chermediumschicht reichen, in der Gatebereichschicht;

Exrzeugen von isolierenden Abstandsschichten auf seitlichen

Oberflachen der Bitleitungsausnehmungen;

vollstdndiges oder teilweises Entfernen der Speichermedium-

schichtfolge im Bereich der Bitleitungsausnehmungen;

Durchfihren einer Source/Drainimplantation im Bereich der

Bitleitungsausnehmungen;
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vollstdndiges Beseitigen der Speichermediumschichtfolge im
Bereich der Bitleitungsausnehmungen, wenn dieselbe vorher

nicht vollstandig entfernt wurde; und

Erzeugen von Metallisierungen auf den der Source/Drainimplan-
tation unterzogenen Bereichen zum Erzeugen der metallischen
Bitleitungen, wobei die Metallisierungen durch die isolieren-
den Abstandsschichten von der Gatebereichschicht isoliert

sind.

Das erfindungsgemife Verfahren zum Herstellen eines Speicher-
zellenarrays weist neben den obigen Schritten folgende
Schritte auf:

Fillen der nach dem Erzeugen der metallischen Bitleitungen
verbleibenden Bitleitungsausnehmungen mit einem isolierenden

Material; und

Erzeugen von zu den Bitleitungen im wesentlichen senkrechten
Wortleitungen, die jeweils mit einer Mehrzahl von Gateberei-
chen verbunden sind, wobei die Gatebereiche beim Erzeugen der
Wortleitungen durch ein entsprechendes Strukturieren der ver-

bliebenen Teile der Gatebereichschicht erzeugt werden.

Bei bevorzugten Ausfithrungsbeispielen der vorliegenden Erfin-
dung werden die metallischen Bitleitungen erzeugt, indem ein
Ti- oder Co-Silizid-ProzeB auf den freigelegten Substratbe-
reichen, die vorher einer Source/Drainimplantation, die auch
als Bitleitungsimplantation bezeichnet werden kann, unterzo-
gen wurden, durchgefithrt wird. Wahrend des Silizid-Prozesses
zum Erzeugen der Metallisierungen auf den Source/Drain-
Implantationen sind die spdteren Gatestrukturen vorzugsweise
mit einer Hartmaske, die vorzugsweise aus Nitrid besteht,
versehen. Die der Source/Drainimplantation unterzogenen Be-
reiche dienen als Source/Drain-Gebiete der Speichertransisto-
ren, wobei die Silizierung dieser Gebiete als metallische

Bitleitung dient. Die Gatebereiche bzw. Gatestrukturen, die
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beim erfindungsgem&Ben Verfahren zundchst als ldngs der Bit-
leitung verlaufende Streifen ausgefihrt sind, werden beim Er-
zeugen der Wortleitungen, vorzugsweise durch eine Trocken&t-

zung, selbstjustiert zu diesen gedtzt.

Parallel zur Erzeugung des Speicherzellenarrays kdnnen unter
Verwendung des erfindungsgemidfen Verfahrens ferner Periphe-
rietransistoren in Bereichen auBerhalb des Speicherzellenar-
rays erzeugt werden. Dabei kdénnen mittels der erfindungsgema-
fen Verfahren sowohl Peripherietransistoren mit sogenannten
Single-Workfunction-Gates, bei denen samtliche polykristalli-
nen Gatebereiche von einem Dotierungstyp sind, als auch mit
sogenannten Dual-Workfunction-Gates, bei denen der Dotie-
rungstyp der polykristallinen Gatebereich an den Kanaltyp, d.
h. den Dotierungstyp der Source-Drain-Bereiche angepaBt ist,

realisiert werden.

Ein erfindungsgemdBes Speicherzellenarray umfaBt folgende
Merkmale:

eine Mehrzahl von in einem zweidimensionalen Array angeordne-
ten Speicherzellen, die durch in einem Substrat gebildete

Feldeffekttransistoren realisiert sind;

Wortleitungen, die in einer ersten Richtung beziglich des
Speicherzellenarrays angeordnet und mit Gatebereichen der

Speicherzellen elektrisch leitf&hig verbunden sind; und

Bitleitungen, die in einer zweiten Richtung im wesentlichen
senkrecht zu der ersten Richtung zwischen den Speicherzellen

verlaufen,

wobei die Bitleitungen durch direkt auf Source/Drain-
Bereichen der Speicherzellen erzeugte metallische Strukturen
gebildet sind, und wobei zwischen den metallischen Strukturen
der Bitleitungen und den Gatebereichen der Speicherzellen

Isolierungsmittel vorgesehen sind.
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Die vorliegende Erfindung schafft somit Verfahren zur Erzeu-

gung von Speicherzellenarrays mit zu Gatestrukturen selbstju-
stierten metallischen Bitleitungen sowie Speicherzellenarrays
mit derartigen Bitleitungen. Ferner werden erfindungsgemalb zu
metallischen Wortleitungen selbstjustierte Gatestrukturen er-
zeugt. Die vorliegende Erfindung ermdéglicht ferner eine vor-

teilhafte prozeftechnische Einbindung hinsichtlich einer Par-—
allelisierung von Speicherzellenarray und Peripherschaltungs-

strukturen.

Die vorliegende Erfindung erméglicht durch die Erzeugung me-
tallischer bzw. metallisierter Bitleitungen sowie ferner
durch die Erzeugung metallischer bzw. metallisierter Wortlei-
tungen grofe Zellblécke mit minimaler Peripherie und dadurch
eine hohe Zelleffizienz. Durch die Verwendung metallischer
Bitleitungen kénnen die Bitleitungen so schmal ausgefihrt
werden, daB eine Zellfldche von 4F? realisiert werden kann,
wobei F die bei einer verwendeten Lithographietechnik mégli-
che Linienbreite angibt, wobei mit derzeitigen Lithographie-
technologien Linienbreiten von 140 nm erreicht werden. Beil
dem erfindungsgemifen Herstellungsverfahren bzw. Aufbau kén-
nen die Bitleitungsebene und die Wortleitungsebene als -
metallische Verdrahtungsebene eingesetzt werden. Das erfin-
dungsgemdfe Verfahren kann ferner sowohl mit der Single-
Workfunction-Technologie als auch der Dual-Workfunction-

Technologie kombiniert werden.

Weiterbildungen der vorliegenden Anmeldung sind in den abhan-

gigen Anspriichen dargelegt.

Bevorzugte Ausfilihrungsbeispiele der vorliegenden Anmeldung
werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Zeich-

nungen nadher erliutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht eines Ausschnitts eines Speicher-

zellenarrays:;
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eine schematische Querschnittansicht einer Schicht-
folge in einem Anfangsstadium des erfindungsgemdfen

Verfahrens;

eine schematische Draufsicht auf einen Substratab-

schnitt mit Bitleitungsausnehmungsbereichen;

bis 4c schematische Querschnittansichten zur Erl&au-
terung eines ersten Ausfihrungsbeispiels des erfin-
dungsgemiaben Verfahrens zur Herstellung eines Spei-

cherzellenarrays;

eine schematische Querschnittansicht eines Zwi-
schenstadiums bei der Herstellung eines Peripherie-

transistors gemdf dem ersten Ausfihrungsbeispiel;

und 6b schematische Querschnittansichten eines
fortgeschrittenen Herstellungsstadiums zur Veran-
schaulichung des Verlaufs von Wort- und Bit-

Leitungen gemdfl dem ersten Ausfithrungsbeispiel;

eine schematische Querschnittansicht eines fortge-
schrittenen Herstellungsstadiums hinsichtlich eines
Peripherietransistors gemdR dem ersten Ausfiithrungs-

beispiel;

und 8b schematische Querschnittansichten entspre-
chend der Fig. 6a und 6b flir ein zweites Ausfih-
rungsbeispiel eines erfindungsgemafen Verfahrens

zur Herstellung eines Speicherzellenarrays;

eine schematische Querschnittansicht entsprechend

Fig. 7 fir das zweite Ausfiihrungsbeispiel;



10

15

20

25

30

35

WO 02/080275 PCT/EP02/01508

Fig. 10a und 10b schematische Querschnittansichten zur Er-
laduterung der Erzeugung metallischer Wortleitungen

bei dem zweiten Ausfihrungsbeispiel; und

Fig. 11 eine schematische Querschnittansicht zur Veran-—
schaulichung eines gem&R dem zweiten Ausfithrungs-

beispiel erzeugten Peripherietransistors.

Bevor anhand der Fig. 2 bis 11 nachfolgend bevorzugte Ausfith-
rungsbeispiele zum Herstellen von Bitleitungen fiir ein Spei-
cherzellenarray bzw. zum Herstellen eines Speicherzellenar-
rays ndher erldutert werden, wird zundchst bezugnehmend auf
Fig. 1 die allgemeine Anordnung der sich ergebenden Bitlei-
tungen und Wortleitungen einer Virtual-Ground-NOR-Architektur
beschrieben. Dabei sind in Fig. 1 schematisch Abschnitte von
zwel Wortleitungen 2 dargestellt, die senkrecht zu Bitleitun-
gen 4 verlaufen, so daf die Wortleitungen 2 zusammen mit den
Bitleitungen 4 eine Gitterstruktur bilden. In Fig. 1 stellen
die gestrichelten Linien die erfindungsgemédfen metallischen
Bitleitungen 4 dar, widhrend die durchgezogenen Linien 8 den
Source/Drain-Implantationsbereich, auf dem die metallischen

Bitleitungen gebildet sind, darstellen.

Bei einer solchen Virtual-Ground-Architektur sind jeweilige
Speicherzellen 6 unterhalb der Wortleitungen 2 zwischen den
Bitleitungen 4 angeordnet. Unter den Wortleitungen befinden
sich in diesem Bereich die Gatebereiche, widhrend die unter
den Bitleitungen angeordneten Diffusionsgebiete bzw. Sour-
ce/Drainimplantationen die Source/Drain-Bereiche einer jewei-

ligen Zelle definieren.

Erfindungsgemal werden die metallischen Bitleitungen, und
auch die Wortleitungen, vorzugsweise unter Verwendung einer
Silizierung gebildet. Als Silizierung sind solche Verfahren
bekannt, bei denen zunichst ein geeignetes Metall, beispiels-
weise Kobalt, Titan, Legierungen derselben, oder auch Nickel

oder Wolfram, auf Silizium aufgebracht wird, woraufhin eine
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Temperaturbehandlung durchgefithrt wird. Durch die Temperatur-
behandlung findet eine chemische Reaktion zwischen dem aufge-
brachten Metall und dem Silizium statt, wodurch eine Silizid-
schicht auf dem Silizium erzeugt wird. Diese Erzeugung einer

metallischen Silizidschicht auf Silizium wird als Silizierung

bezeichnet.

Bei einem ersten Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung zur Herstellung eines Speicherzellenarrays und zum par-
allelen Herstellen von Peripherietransistoren, das anhand der
Fig. 2 bis 7 beschrieben wird, wird ferner ein sogenanntes
Polycide-Verfahren zur Erzeugung der Wortleitungen des Spei-
cherzellenarrays und zur Erzeugung der Gate-Strukturen der

Peripherietransistoren verwendet.

Unter Polycide-Verfahren versteht man solche Verfahren, bei
denen zundchst eine ganzfladchige polykristalline Silizium-
Schicht aufgebracht bzw. abgeschieden wird, woraufhin auf der
polykristallinen Siliziumschicht ganzfl&chig eine WSi~Schicht
als Legierung abgeschieden wird. Nachfolgend wird in der Re-
gel eine Hartmaske, vorzugswelse aus Nitrid, auf die WSi-
Schicht aufgebracht. Die Hartmaske wird nachfolgend unter
Verwendung phototechnischer Verfahren strukturiert, woraufhin
ein Atzen der WSi-Schicht und dem darunter liegenden polykri-
stallinem Silizium erfolgt, um die gewiinschten Strukturen zu

erzeugen.

Alternativ zu dem beschriebenen Polycide-Verfahren ist ein
solches bekannt, bei dem auf eine polykristalline Silizium-
schicht zundchst eine Wolframnitridschicht und nachfolgend
eine Wolframschicht aufgebracht wird. In diesem Fall wirkt
die Wolframnitridschicht als Diffusionsbarriere, so dal kein
Wolframsilizid, also keine Legierung, entsteht, sondern eine

entsprechend niederohmige reine Metallstruktur.

Bei einem zweiten Ausfihrungsbeispiel eines erfindungsgemdfen

Verfahrens zum Herstellen eines Speicherzellenarrays, das
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nachfolgend bezugnehmend auf die Fig. 8 bis 11 beschrieben
wird, wird ein sogenanntes Salicide-Verfahren zum Erzeugen
der Wortleitungen und Gate-Strukturen der Peripherietransi-
storen verwendet. Unter einem Salicide-Verfahren wird ein
solches Verfahren verstanden, bei dem zun&chst ganzfl&chig
ein geeignetes Metall, beispielsweise Kobalt, Titan oder Le-
gierungen derselben, z.B. Kobalt/Titannitridlegierungen, auf
einer Struktur abgeschieden wird, die Siliziumbereiche und
Nicht-Silizium-Bereiche, beispielsweise Oxid-Bereiche oder
Nitrid-Bereiche, aufweist. Wird nachfolgend eine Temperatur-
behandlung durchgefihrt, findet dort eine chemische Reaktion
statt, wo das ganzfldchige Metall in Verbindung mit dem Sili-
zium ist, so daB dort eine Silizidschicht erzeugt wird. In
den anderen Bereichen, in denen das Metall an das Oxid bzw.
das Nitrid angrenzt, findet keine chemische Reaktion statt.
Nachfolgend kann das Metall, das keiner chemischen Reaktion
unterzogen wurde, naRchemisch entfernt werden, so daBl eine
Struktur verbleibt, beil der sdmtliche Siliziumbereiche mit

einer Silizidschicht iuberzogen sind.

Im folgenden wird nun das erste Ausfihrungsbeispiel des er-
findungsgem&fien Verfahrens zum Herstellen eines Speicherzel-
lenarrays, das das erfindungsgemafe Verfahren zur Herstellung
einer Bitleitung fiir ein Speicherzellenarray beinhaltet, be-

schrieben.

Die erfindungsgemdfen Verfahren bauen auf einer vorbehandel-
ten Substratstruktur auf, die zundchst kurz beschrieben wer-
den soll. Zu diesem Zweck werden in einem Siliziumsubstrat
zundchst isolierte Bereiche festgelegt, die spdter beispiels-
weise eine bestimmte Anzahl von Speicherzellen bzw. bestimmte
Peripherieschaltstrukturen enthalten sollen. Diese Bereiche
werden vorzugswelise unter Verwendung der sogenannten STI-
Technik (STI = shallow trench isolation) erzeugt. Bei dieser
Technik wird zundchst ein Padoxid aufgewachsen und nachfol-
gend ein Padnitrid abgeschieden. Im Anschluf daran erfolgt

eine Phototechnik zum Festlegen der Gré&ben, die nachfolgend
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gedtzt werden. Die gedtzten Gridben werden dann mit einem Oxid
gefiillt, woraufhin geeignete MaBnahmen zur Planarisierung,
beispielsweise ein chemisch-mechanisches Polieren (CMP; CMP =
chemical mechanical polishing) durchgefihrt werden. Schlief-
lich wird das verbleibende Nitrid mittels Atzens entfernt.

Nach dem Erzeugen der isolierten Bereiche auf die oben be-
schriebene Art werden die p- und n-Wannen flir den spdteren
CMOS-Bereich in der Peripherie des Speicherzellenarrays sowile
die Wannen fiir die Speicherzellen durch eine maskierte Bor-
und Phosphor-Implantation und eine nachfolgende Ausheilung
hergestellt. Im Anschluf daran wird das Streuoxid entfernt.
Auf die sich ergebende Struktur wird eine ONO-Dreifachschicht
(ONO = Oxid-Nitrid-oOxid) aufgewachsen, die als Speichermedium
dient. Im AnschluB erfolgt eine maskierte Entfernung dieser
Schicht im spdteren CMOS-Bereich. In diesem Bereich wird ein
Gateoxid aufgewachsen bzw. werden mit Wiederholungen mehrere

Gateoxide aufgewachsen.

Die unter Verwendung der oben beschriebenen Vorbehandlung er-—
zeugte Struktur dient als Basis fiir die erfindungsgemaben
Verfahren. Auf diese Struktur wird erfindungsgemdl zunadchst
eine als Gatebereichsschicht dienende Polysiliziumschicht ab-
geschieden, auf der wiederum eine Nitridschicht abgeschieden
wird. Eine schematische Querschnittansicht eines Abschnitts
der sich ergebenden Schichtfolge im Speicherzellenbereich ist
in Fig. 2 gezeigt. Dabei ist, wie oben beschrieben, in einem
Siliziumsubstrat 10 eine Transistorwanne 12 gebildet. Auf der
Transistorwanne 12 ist die beschriebene ONO-Dreifachschicht
20, die aus unterer Oxidschicht 14, Nitridschicht 16 und obe-
rer Oxidschicht 18 besteht, gebildet. BRuberhalb des Speicher-
zellenbereichs ist diese ONO-Dreifachschicht durch ein Gateo-
xid ersetzt. Auf der ONO-Dreifachschicht 20 ist eine polykri-
stalline Schicht 22 beispielsweise mit einer Dicke von 100 nm
gebildet. Auf dieser polykristallinen Schicht 22 ist eine Ni-
tridschicht 24, beispielsweise mit einer Dicke von 50 nm, als

Hartmaskenschicht gebildet.
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In einem nichsten Schritt wird eine Phototechnik durchge-
fihrt, um in der Nitridschicht 24 langliche Ausnehmungen 26
zu erzeugen, die entlang der spdter zu erzeugenden Bitleitun-
gen verlaufen, wie in Fig. 3 gezeigt ist. Durch diese Ausneh-
mungen 26 werden ferner Streifen 28 entlang der spateren Bit-
leitungen definiert, die zur Definition der spdteren Gate-
strukturen beitragen. Nach dem Atzen der Nitridschicht 24 zum
Erzeugen der Ausnehmungen 26 wird der bei der Phototechnik
verwendete Lack gestrippt, woraufhin die polykristalline
Schicht 23 unter Verwendung der Nitridschicht 24 als Maske
gedtzt wird. Als Atzstopp dient dabei die ONO-Dreifachschicht
20. Die sich ergebende Struktur, bei der Bitleitungsausneh-
mungen 30 in der Nitridschicht 24 und der polykristallinen
Schicht 22 gebildet sind, ist in Fig. 4a gezeigt. Durch die
Erzeugung der Bitleitungsausnehmungen 30 in der polykristal-
linen Schicht 22 werden in derselben streifenférmige Gatebe-
reiche 34 erzeugt, die entlang der sp&teren Bitleitungen ver-

laufen.

Bei bevorzugten Ausfihrungsbeispielen der vorliegenden Erfin-
dung erfolgt im AnschluR an das Erzeugen der Bitleitungsaus-
nehmungen 30 in den ausgenommenen Bereichen durch die ONO-
Schichtfolge 20 eine Implantation eines Dotierungstyps, der
dem der Transistorwanne 12 entspricht, um dotierte Bereiche
32 zu erzeugen. Diese Implantation ist optional. Im Falle von
n-Kanal-Speichertransistoren handelt es sich dabei vorzugs-—
weise um eine Borimplantation mit einer Konzentration von
beispielsweise 1 x 10** cm™®. Die Implantationen 32 dienen zum
einen zur Erzeugung eines harten pn-Ubergangs mit den Bitlei-
tungsimplantationen bzw. Source-Drain-Implantationen, die
spater erzeugt werden. Zum anderen erfolgt durch die Erzeu-
gung der dotierten Bereiche 32 eine Unterstreuung unter die
Gatekante und somit ein Eindringen unter den Kanal, so dab
dadurch eine erhohte Punch-Festigkeit erreicht werden kann.
Eine solche Implantation 32 ist insbesondere dann vorteil-

haft, wenn durch die Speicherzellen 2-Bit-Speicherzellen, wie
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sie beispielsweise in der oben beschriebenen Schrift von Boaz

Eitan beschrieben sind, realisiert werden sollen.

Auf den Seitenfldchen der streifenfdrmigen polykristallinen
Bereiche 34 und der auf denselben angeordneten Teilen der Ni-
tridschicht 24 werden unter Verwendung bekannter Verfahren
bei einem nachfolgenden Schritt isolierende Abstandsschichten
36, Fig. 4b, erzeugt. Zu diesem Zweck wird vorzugsweise zu-
nédchst durch konformes Abscheiden eine Oxidschicht erzeugt,
beispielsweise aus TEOS (TEOS = Tetraethylorthosilicat).
Durch ein solches Abscheiden wird eine ganzfldchige Oxid-
schicht bewirkt, die im Idealfall auf horizontalen und verti-
kalen Oberfl&dchen einer Struktur die gleiche Dicke aufweist.
Durch ein nachfolgendes anisotropes Trockendtzen wird diese
Oxidschicht dann von den horizontalen Oberfldchen entfernt,
so dafl die seitlichen Oxidabstandsschichten 36, wie sie in

Fig. 4b gezeigt sind, verbleiben.

Nach dem Erzeugen der Oxidabstandsschichten, die beispiels-
welse eine Dicke von 40 nm aufweisen k&nnen, wird vorzugswei-
se ein reaktives Ionenidtzen verwendet, um die nach dem Erzeu-
gen der Abstandsschichten noch freiliegende ONO-
Dreischichtstruktur zu &ffnen. Durch die Offnungen in der
ONO-Dreischichtstruktur 20 werden Source/Drain-Implantationen
gebildeten, bei n-Kanal-Speichertransistoren vorzugsweise
durch Implantation mit Arsen einer Dotierungskonzentration
von 3 x 10% cm™@. Die Source/Drain-Implantationen 38 verlau-
fen entlang der spateren Bitleitungen und kdénnen somit auch

als Bitleitungsimplantationen bezeichnet werden.

An dieser Stelle sei angemerkt, daB vor dem Durchfiihren der
Implantation zum Erzeugen der Bereiche 38 nicht die gesamte
ONO-Dreischichtstruktur 20 entfernt werden mufl, sondern daB
die Implantation beispielsweise durch die untere Oxidschicht
14, die dann als Streuoxid dient, durchgefihrt werden kann.
Falls die Implantation durch die untere Oxidschicht 14 durch-

gefihrt wird, muB diese nachfolgend entfernt werden, um die
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obere Oberfliche des Substrats 12 in dem Bereich, in dem die
Source/Drainimplantation durchgefithrt wurde und in dem die
metallischen Bitleitungen gebildet werden sollen, freizule-

gen.

Nachfolgend wird ein Metall fiir eine selbstjustierte Silizie-
rung abgeschieden, vorzugsweise Ti, Co oder Legierungen der-
selben. Im AnschluB erfolgt die zur Silizierung notwendige
Temperung und dann die Entfernung des nicht silizierten Me-
talls. Dadurch werden die in Fig. 4b dargestellten Metalli-
sierungen 40 auf den Source/Drain-Implantationen 38, die die
metallischen Bitleitungen 40 darstellen, erzeugt. Im AnschluB
werden die verbleibenden Zwischenrdume mit einem isolierenden
Material 42, vorzugsweise unter Verwendung einer Oxidabschei-
dung (TEOS) gefiillt. Danach wird die sich ergebende Oberfla-
che einer Planarisierung unterzogen, beispielsweise unter
Verwendung eines reaktiven Ionendtzens oder vorzugsweise ei-
ner CMP-Technik, wobei in diesem Fall die sehr harte Nitrid-
schicht als ein mechanischer Schleifstopp dienen kann. Die
sich ergebende Struktur ist schematisch im Querschnitt in

Fig. 4b gezeigt.

Zur Erzeugung der quer zu den erzeugten Bitleitungen 40 ver-
laufenden Wortleitungen wird nun zundchst das noch auf dem
streifenférmigen Gatebereich 34 vorhandene Nitrid, das in
Fig. 4b mit dem Bezugszeichen 44 versehen ist, nafichemisch
entfernt, wozu vorzugsweise heile Phosphorsdure verwendet
wird. Auf der sich dadurch ergebenden Struktur wird, wie in
Fig. 4 gezeigt ist, ein Schichtaufbau aus einer zweiten poly-
kristallinen Schicht 46, einer metallischen Schicht 48 und
einer Hartmaske 50, vorzugsweise Nitrid, erzeugt. Die zweite
polykristalline Schicht 46 wird durch Abscheidung erzeugt,
wihrend die metallische Schicht 48 durch Abscheidung von WSi
gebildet wird. Alternativ kann hier eine Schichtfolge aus po-
lykristallinem Silizium, Wolframnitrid und Wolfram erzeugt

werden, wie oben erlidutert wurde. Auf der zweiten polykri-
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stallinen Schicht 46 wird dann die Nitridschicht 50 als Hart-

maske durch eine Abscheidung erzeugt.

Der sich im Peripheriebereich durch die oben beschriebenen
Verfahrensschritte ergebende Schichtaufbau ist in Fig. 5 ge-
zeigt, wobel im Peripheriebereich die ONO-Dreischichtstruktur
20, wie oben beschrieben wurde, durch eine Gateoxidschicht 52

ersetzt ist.

Ausgehend von den in den Fig. 4c und 5 gezeigten Schichtauf-
bauten wird nachfolgend eine Phototechnik durchgefiihrt, um
innerhalb des Zellenfeldes die Wortleitungen und in der Peri-
pherie die Gatebereiche in der Hartmaske 50 zu strukturieren.
Nachfolgend wird der Wortleitungsaufbau bestehend aus erster
polykristalliner Schicht 22, zweiter polykristalliner Schicht
46 und Metallschicht 48 mit hoher Selektivit&dt zu Oxid ge-
dtzt. Im AnschluRl wird optional eine Antipunch-Implantation
zwischen den Wortleitungen durchgefiihrt, beispielsweise unter

Verwendung einer geeigneten Phototechnik.

Eine durch die Pfeile A in Fig. 4c definierte Schnittansicht
der sich dadurch ergebenden Struktur ist in Fig. 6a gezeigt,
wdhrend eine durch die Pfeile B definierte Schnittansicht in
Fig. 6b gezeigt ist. In Fig. 6a sind die oben angesprochenen

Antipunch-Implantationen mit dem Bezugszeichen 54 bezeichnet.

Parallel zu den oben beschriebenen Schritten des Strukturie-
rens der Wortleitungen werden in den Peripheriebereichen die
Gatestrukturen der Peripherietransistoren strukturiert, wo-
bei in Fig. 7 eine schematische Querschnittansicht gezeigt
ist, die einen Gatestapel eines solchen Transistorgates be-
stehend aus erster polykristalliner Schicht 22, zweiter poly-
kristalliner Schicht 46, metallischer Schicht 48 und verblie-

bener Hartmaskenschicht 50 gezeigt ist.

Im AnschluB an die beschriebene Strukturierung der Wortlei-

tungen im Speicherzellenbereich und der Gatestrukturen im Pe-
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ripheriebereich erfolgen in bekannter Weise weitere Schritte
zur weiteren Isolation der Wortleitungen bzw. zum Aufbau der
Peripherietransistoren. Solche weiteren Schritte umfassen
beispielsweise eine Gatereoxidation der Peripherietransisto-
ren, das Vorsehen von Nitrid- und/oder Oxid-Abstandsschichten
auf seitliche Oberflidchen der Peripherietransistoren, die
vorzugsweise gleichzeitig zu einer Fillung der Zwischenrdume
zwischen den strukturierten Wortleitungsstrukturen fihren,
LDD-Implantationen (LDD = lightly doped drain) und HDD-
Implantationen (HDD = heavily doped drain), sowie Ni-
trid/BPSG-Abscheidungen und Planarisierungen beispielsweise
unter Verwendung von CMP-Techniken. Abschliefend werden nach
dem Stand der Technik bekannte Schritte zur Herstellung und
Fiillung von Kontaktldchern sowie der Metallisierung und Pas-

sivierung durchgefihrt.

Bei dem oben beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel werden die po-
lykristallinen Schichten 22 und 46 als in-situ-dotierte Poly-
schichten abgeschieden, wobei bei den n-Kanal-Transistoren
der bevorzugten Ausfihrungsbeispiele n‘-dotierte Polysilizi-
umschichten abgeschieden werden. Beil diesem ersten Ausfih-
rungsbeispiel erfolgt die Metallisierung der Wortleitungen
unter Verwendung der oben beschriebenen Polycide-Technik.
Dieses Ausfithrungsbeispiel eignet sich fiir den Einsatz bei
der Single-Workfunction-Gate~Technologie, die beispielsweise
vorteilhaft bei der Realisierung von DRAMs und dergleichen

Anwendung findet.

Ein alternatives Ausfiihrungsbeispiel, das sich fir die Dual-
Workfunction-Gate-Technologie fur High-Performance-CMOS-

Anwendungen eignet, wird nun beschrieben.

Hinsichtlich der Erzeugung der metallischen bzw. metallisier-
ten Bitleitungen unterscheidet sich dieses zweite Ausfih-
rungsbeispiel nicht von dem oben beschriebenen ersten Ausfuh-
rungsbeispiel. Jedoch wird bei dem zweiten Ausfihrungsbei-

spiel statt des beziliglich des ersten Ausfihrungsbeispiels be-
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schriebenen Polycide-Prozesses zur Erzeugung der Wortleitun-
gen ein Salicide-ProzeB verwendet. Zu diesem Zweck wird aus-—
gehend von der in Fig. 4b gezeigten Struktur, bei der ferner
die Nitridbereiche 44 entfernt sind, eine zweite polykristal-
line Schicht und direkt auf die zweite polykristalline
Schicht eine Oxid-Hartmaske aufgebracht. An dieser Stelle sei
angemerkt, daB bei dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel sowohl die
erste polykristalline Schicht als auch die zweite polykri-
stalline Schicht zunidchst undotiert aufgebracht werden. Eine
Dotierung der ersten polykristallinen Schicht kann zusammen
mit der Dotierung der Source-Drain-Bereiche erfolgen, entwe-
der nach dem Entfernen der Nitridschicht 44 oder durch die-

selbe, wenn sie entsprechend diinn ausgebildet ist.

Nach dem beschriebenen Aufbringen der zweiten polykristalli-
nen Schicht und der Oxid-Hartmaske werden die Wortleitungs-—
strukturen im Speicherzellenbereich und die Gatestrukturen im
Peripheriebereich erzeugt. Die sich ergebende Struktur im
Speicherzellenbereich ist in schematischen Querschnittansich-
ten, die analog denen in den Fig. 6a und 6b entsprechen, in
den Fig. 8a und 8b dargestellt, wobei fiir sich in den Figuren
entsprechende Merkmale identische Bezugszeichen verwendet
sind. Ferner sind in den Fig. 8a und 8b die verbleibenden Be-

reiche 56 der Oxid-Hartmaske dargestellt.

In Fig. 9 ist eine schematische Querschnittansicht der sich
ergebenden Peripherietransistorstruktur dargestellt, wobeil
bereits LDD-Implantationen 58 fir den Source- bzw. Gatebe-

reich des Peripherietransistors durchgefihrt wurden.

Ausgehend von den in den Fig. 8 und 9 gezeigten Zustdnden
wird nun vorzugsweise zundchst eine Gatereoxidation, d. h.
eine Uberoxidation, durchgefithrt, durch die dinne Oxidschich-
ten 60 mit einer Dicke von beispielsweise 6 nm auf den seit-
lichen Oberflichen der Wortleitungsstrukturen im Speicherzel-
lenbereich und des Gatestapels im Peripherietransistorbereich

erzeugt werden, wie in den Fig. 10a, 10b und 11 gezeigt ist.
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Bbweichend von dem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel wird die
Reoxidation vorzugsweise vor der LDD-Implantation durchge-
fiihrt, so daB ein iiber den Source/Drain-Gebieten dadurch er-
zeugtes Oxid als Streuoxid fir die LDD-Implantation dienen
kann. Durch anisotrope Atzverfahren wird das bei der Reoxida-
tion auf den horizontalen Fldchen erzeugte Oxid beseitigt. Im
AnschluB® werden bei dem bevorzugten Ausfihrungsbeispiel auf
den Oxidschichten 60 Nitridabstandschichten 62 erzeugt, wor-
aufhin weitere Oxidabstandschichten 64 auf die seitlichen
Oberflachen, siehe Fig. 11, aufgebracht werden, die im Spei-
cherzellenbereich zu einer vollstdndigen Fillung 66 der Wort-
leitungszwischenrdume fiihren. An dieser Stelle sel angemerkt,
daB die Ausfiihrung der Abstandsschichten bzw. die Material-
wahl derselben davon abhdngig ist, welche Spannungsfestigkeit

die zu erzeugenden Peripherietransistoren aufweisen sollen.

Die duBeren Oxidabstandsschichten 64 werden wiederum vorzugs-
weise durch eine konforme Oxidabscheidung (aus TEOS) erzeugt,
woraufhin nachfolgend durch anisotropes Atzen das auf hori-
zontalen Fl&chen abgeschiedene Oxid entfernt wird. Mit diesem
Atzen werden gleichzeitig die verbliebenen Teile der Hartmas-
ke 56 entfernt, so daB die verbliebenen Bereiche der zweiten

polykristallinen Schicht 46 freigelegt werden.

In diesem Zustand erfolgt nun die Implantation zur Erzeugung
der HDD Bereiche 68, wobei gleichzeitig die Dotierung der

zweiten polykristallinen Schicht 46 bewirkt wird.

Nachfolgend wird ein Salicide-ProzeB durchgefiihrt, um sowohl
die Wortleitungen im Speicherzellenbereich als auch die Gate-
stapel im Peripheriebereich mit einer Metallisierungsschicht
70 zu versehen. Zum Zwecke dieser Metallisierung wird zu-
nidchst vollflichig ein Metall aufgebracht, Ti, Co oder Legie-
rungen derselben, woraufhin ein Temperungsschritt erfolgt, um
die Silizidschichten 70 zu erzeugen. Bei dieser Silizierung
werden ferner Silizidschichten 72 auf den Source/Drain-

Bereichen der Peripherietransistoren erzeugt. Im Anschluf
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werden die Teile der aufgebrachten Metallschicht, die wa&hrend
des Temperungsschritts keiner chemischen Reaktion mit Silizi-
um unterliegen, vorzugsweise unter Verwendung eines Nafatz-
verfahrens beseitigt. An dieser Stelle seil angemerkt, dal
wahrend des Temperungsschritts der Silizierung ferner eine
Diffusion der widhrend der Implantation der HDD-Bereiche 68 in
die zweite polykristalline Schicht 46 eingebrachten Dotierung
in die erste polykristalline Schicht 22 erfolgt.

Alternativ zu dem beschriebenen zweiten Ausfiihrungsbeispiel
kénnen im Bereich des Speicherzellenarrays die Gate-Bereiche,
d.h. das Gate-Polysilizium p*-dotiert werden, was Vorteile

beziiglich des Verhaltens der Speicherzellen haben kann.

Die vorliegende Erfindung ermdéglicht somit eine vorteilhafte
prozeftechnische Einbindung der Erzeugung von metallischen
Bitleitungen, und metallischen Wortleitungen, flr Speicher-
zellenarrays, was den Aufbau groBer Zellblécke bei minimaler
Zzellfliache der einzelnen Zellen ermdglicht. Insbesondere er-
moglicht die vorliegende Erfindung ferner eine weitgehende
Parallelisierung bei der Erzeugung von Speicherzellenstruktu-
ren und Peripherietransistorstrukturen, was zu einfachen und

kostengiinstigen ProzeBabldufen fihrt.
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Bezugszeichenliste

2 Wortleitungen

4 Bitleitungen

6 Speicherzellen

8 Source/Drain-Implantation

0 Siliziumsubstrat

12 Transistorwannen

14 untere Oxidschicht

16 Nitridschicht

18 obere Oxidschicht

20 ONO-Struktur

22 polykristallines Silizium

24 Hartmaskenschicht

26 Ausnehmungen in Nitridschicht
28 Streifen

30 Bitleitungsausnehmungen

32 dotierte Bereiche

34 streifenférmige Gatebereiche
36 isolierende Abstandsschichten
38 Source/Drain-Implantationen
40 metallische Bitleitung

42 isolierendes Material/Oxid

44 auf Gate-Bereichen verbliebenes Nitrid
46 zweite polykristalline Schicht
48 metallische Schicht

50 Hartmaske

52 Gate-Oxidschicht

54 Antipunch-Implantation

56 Oxid-Hartmaskenschicht

58 LDD-Implantation

60 Reoxidationsschicht

62 Nitridabstandsschicht

64 duBere Oxidabstandsschicht

66 Wortleitungszwischenraumfiillung
68 HDD-Implantation

70 Silizid-Schicht
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72 Silizidschicht auf Source/Drain-Bereichen
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen von Bitleitungen (4, 40) fir ein

Speicherzellenarray, mit folgenden Schritten:

a) Bereitstellen einer Schichtstruktur aus einem Substrat
(10) mit in eine Oberfliche desselben implantierten Transi-
storwannen (12), einer auf der Oberfldche des Substrats (10)
vorgesehenen Speichermediumschichtfolge (20) und einer auf
der Speichermediumschichtfolge (20) vorgesehenen Gatebereich-
schicht (22);

b) Erzeugen von Bitleitungsausnehmungen (30), die bis zu der
Speichermediumschicht (20) reichen, in der Gatebereichschicht
(22);

c) Erzeugen von isolierenden Abstandsschichten (36) auf seit-
lichen Oberflichen der Bitleitungsausnehmungen (30);

d) vollstédndiges oder teilweises Entfernen der Speichermedi-~
umschichtfolge (20) im Bereich der Bitleitungsausnehmungen
(30);

e) Durchfihren einer Source/Drainimplantation (38) im Bereich

der Bitleitungsausnehmung (30);

f) vollstandiges Entfernen der Speichermediumschichtfolge
(20) im Bereich der Bitleitungsausnehmungen (30), wenn diese

im Schritt d) nicht vollstédndig entfernt wurde; und

g) Erzeugen von Metallisierungen auf den der Source/Drainim-
plantation unterzogenen Bereichen zum Erzeugen von metalli-
schen Bitleitungen (40), wobei die Metallisierung durch die
isolierenden Abstandsschichten (36) von der Gatebereich-

schicht (34) isoliert sind.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die metallischen Bit-

leitungen (40) durch einen Silizid-Prozef erzeugt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem vor dem Schritt
c) eine Implantierung (32) eines Dotierungstyps, der dem der
Transistorwannen (12) entspricht, im Bereich der Bitleitungs-

ausnehmungen (30) in das Substrat durchgefihrt wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, bei dem das
Substrat (10) aus Silizium besteht, die Speichermedium-
schichtfolge (20) eine Oxid-Nitrid-Oxid-Schichtfolge ist, und
die Gatebereichschicht (22) aus einem polykristallinen Sili-

zium besteht.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, beil dem vor
dem Schritt b) eine Hartmasken-Schicht (24) auf die Gatebe-
reichschicht (22) aufgebracht wird.

6. Verfahren zum Herstellen eines Speicherzellenarrays mit

folgenden Schritten:

Durchfihren der Schritte a) bis g) nach Anspruch 1;

h) Fillen der nach dem Erzeugen der metallischen Bitleitungen
(40) verbleibenden Bitleitungsausnehmungen (30) mit einem

isolierenden Material (42); und

i) Erzeugen von zu den Bitleitungen (4, 40) im wesentlichen
senkrechten Wortleitungen (2, 48), die jeweils mit einer
Mehrzahl von Gatebereichen verbunden sind, wobeili die Gatebe-
reiche beim Erzeugen der Wortleitungen (2, 48) durch ein ent-
sprechendes Strukturieren der verbliebenen Teile der Gatebe-

reichschicht (22) erzeugt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem der Schritt i) folgende
Teilschritte umfalBt:
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il) ganzflichiges Aufbringen einer polykristallinen Schicht
(46) ;

i2) Erzeugen einer Silizidschicht (48) auf der polykristalli-
nen Schicht (46); und

i3) Strukturieren der Silizidschicht (48), der polykristalli-
nen Schicht (46) und der Gatebereichschicht (22) zum Erzeugen

der Gatebereiche und der Wortleitungen.

8. Verfahren nach Anspruch 7, das nach dem Erzeugen der Wort-
leitungen ferner einen Schritt des Erzeugens von Antipunch-
Implantierungen (54) in dem Substrat zwischen den Wortleitun-

gen aufweist.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, das ferner einen Schritt
des seitlichen Aufbringens von isolierenden Schichten auf
seitliche Oberflidchen der Wortleitungen und Gatebereiche nach

dem Schritt i) aufweist.

10. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, das ferner einen
Schritt des vollstdndigen Fullens von Zwischenr&dumen zwischen
den Wortleitungen und Gatebereichen mit einem isolierenden

Material nach dem Schritt 1) aufweist.

11. Verfahren nach einem der Anspriche 7 bis 10, bei dem par-
allel zur Herstellung des Speicherzellenarrays Peripherie-
transistoren auBerhalb des Bereichs des Speicherzellenarrays

erzeugt werden.

12. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem der Schritt i) folgen-
de Teillschritte umfalt:

11l) ganzfl&chiges Aufbringen einer polykristallinen Schicht
(46);
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12) Strukturieren der polykristallinen Schicht (46) und der
verbliebenen Teile der Gatebereichschicht (22) entsprechend
dem Muster der Wortleitungen, wodurch die Gatebereiche er-

zeugt werden;

i3) Auffillen der im Schritt i2) erzeugten Ausnehmungen in
der polykristallinen Schicht (46) und der Gatebereichschicht

{(22) mit einem isolierenden Material (60, 62, 66); und

i4) Durchfiihren eines Silizid-Prozesses zum selektiven Erzeu-
gen einer Silizidschicht (70) auf der im Muster der Wortlei-
tungen strukturierten polykristallinen Schicht (46) zum Er-

zeugen metallischer Wortleitungen.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem im Schritt i2) fernerx
Gatebereiche von Peripherietransistoren auBerhalb des Be-
reichs des Speicherzellenarrays erzeugt werden, die durch den
Schritt i3) mit isolierenden Schichten (60, 62, 64) auf seit-
lichen Oberfl&dchen versehen werden, wobei im Schritt i4) fer-
ner eine Silizidschicht (70) auf den Gatebereichen und auf
Source/Drain-Bereichen (72) der Peripherietransistoren er-

zeugt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, das nach dem Schritt i2) ei-
nen Schritt des Implantierens der Source/Drain-Bereiche (58,
68) der Peripherietransistoren in das Substrat aufweist, wo-
bei beil dem Schritt des Implantierens gleichzeitig die ver-
bliebenen Teile der polykristallinen Schicht (46) dotiert

werden.
15. Speicherzellenarray mit folgenden Merkmalen:
einer Mehrzahl von in einem zweidimensionalen Array angeord-

neten Speicherzellen (6), die durch in einem Substrat gebil-

dete Feldeffekttransistoren realisiert sind;
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Wortleitungen (2; 48; 70), die in einer ersten Richtung be-
ziiglich des Speicherzellenarrays angeordnet und mit Gatebe-
reichen der Speicherzellen (6) elektrisch leitfahig verbunden

sind; und

Bitleitungen (4, 40), die in einer zweiten Richtung im we-
sentlichen senkrecht zu der ersten Richtung zwischen den

Speicherzellen (6) verlaufen, dadurch gekennzeichnet, dab

die Bitleitungen (4; 40) durch direkt auf Source/Drain-
Bereichen (38) der Speicherzellen erzeugte metallische Struk-
turen gebildet sind, und zwischen den metallischen Strukturen
der Bitleitungen (4; 40) und den Gatebereichen (34; 46) der

Speicherzellen Isolierungsmittel (36) vorgesehen sind.

16. Speicherzellenarray nach Anspruch 15, bei dem die Isolie-
rungsmittel (36) auf Seitenfldchen der Gatebereiche vorgese-

hene isolierende Schichten sind.

17. Speicherzellenarray nach Anspruch 15 oder 16, bei dem die
metallischen Strukturen (40) der Bitleitungen Silizidstruktu-

ren sind.

18. Speicherzellenarray nach einem der Anspriiche 15 bis 17,
bei dem das Substrat (10) aus Silizium besteht, die Gatebe-
reiche aus Polysilizium bestehen und die Isolierungsmittel
(36) Oxidabstandsschichten, die seitlich auf die Gatebereiche

aufgebracht sind, sind.
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